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【57】申請專利範圍
1.　一種半導體裝置，包括：
基板；

第一位元線，在所述基板上在第一方向上延伸；

第一主動圖案及第二主動圖案，位於所述第一位元線上；

背部閘極電極，位於所述第一主動圖案與所述第二主動圖案之間且在與所述第一方向垂

直的第二方向上跨越所述第一位元線延伸；

第一字元線，在所述第二方向上延伸，其中所述第一主動圖案設置於所述第一字元線與

所述背部閘極電極之間；

第二字元線，在所述第二方向上延伸，其中所述第二主動圖案設置於所述第二字元線與

所述背部閘極電極之間；以及

接觸圖案，連接至所述第一主動圖案及所述第二主動圖案中的每一者，

其中所述接觸圖案包括在與所述基板的上表面垂直的垂直方向上堆疊於彼此上的磊晶生

長層、經摻雜複晶矽層及矽化物層，且

其中所述磊晶生長層具有在所述垂直方向上逐漸變化的摻雜濃度。

2.　如請求項 1所述的半導體裝置，
其中所述第一主動圖案及所述第二主動圖案中的每一者包含單晶半導體材料，

其中所述接觸圖案的所述磊晶生長層與所述第一主動圖案及所述第二主動圖案接觸。

3.　如請求項 2所述的半導體裝置，
其中所述磊晶生長層的所述摻雜濃度隨著遠離所述經摻雜複晶矽層而逐漸減小。

4.　如請求項 3所述的半導體裝置，
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其中所述磊晶生長層的下部區與所述第一主動圖案及所述第二主動圖案中的每一者接

觸，且

其中所述磊晶生長層的所述下部區是未經摻雜的區。

5.　如請求項 3所述的半導體裝置，
其中所述磊晶生長層中的摻雜劑的類型相同於所述經摻雜複晶矽層中的摻雜劑的類型。

6.　如請求項 5所述的半導體裝置，
其中所述磊晶生長層是矽（Si）磊晶生長層，且
其中所述磊晶生長層的所述摻雜劑是 n型摻雜劑。

7.　如請求項 1所述的半導體裝置，
其中所述第一主動圖案及所述第二主動圖案中的每一者包括：

源極/汲極區，相鄰於所述接觸圖案；以及
通道區，相鄰於所述第一字元線及所述第二字元線，且

其中所述源極/汲極區的摻雜濃度大於所述通道區的摻雜濃度。
8.　如請求項 1所述的半導體裝置，更包括：
資料儲存圖案，連接至所述接觸圖案；以及

搭接墊，設置於所述接觸圖案與所述資料儲存圖案之間。

9.　如請求項 8所述的半導體裝置，
其中所述搭接墊與所述接觸圖案的所述矽化物層接觸。

10.   如請求項 1所述的半導體裝置，更包括：
第二位元線，相鄰於所述第一位元線；

間隙結構，設置於所述第一位元線與所述第二位元線之間的空間中；以及

絕緣圖案，位於所述間隙結構與所述第一位元線之間，

其中所述間隙結構包含導電材料。

圖式簡單說明

藉由結合附圖閱讀以下詳細說明，將更清楚地理解本發明概念的實施例，在附圖中：

圖 1是示出根據實施例的半導體裝置的一部分的透視圖。
圖 2是示出根據實施例的半導體裝置的佈局。
圖 3示出圖 2所示半導體裝置的沿著線 A-A'及 B-B'截取的剖視圖。
圖 4是圖 3所示半導體裝置的部分 IV的放大剖視圖。
圖 5及圖 6是示出根據其他實施例的半導體裝置的剖視圖。
圖 7至圖 30是按照製程次序示出根據實施例的製造半導體裝置的方法的剖視圖。
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